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1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 


2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 


4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vorjedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCTyiB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche Oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt9 Blatter; dabei handelt es sich urn 

Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro ge$andt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derydes elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , derytlie ein Sequenzprotokoll undybder die dazugehorigen Tabellen enthalt/fenthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 


Grundlage des Bescheids 
Prioritat 


Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
□ 

U Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 


□ 

□ 
□ 
□ 


Feld Nr. I 
Feld Nr. II 
Feld Nr. Ill 

Feld Nr. IV 
Feld Nr. V 

Feld Nr. VI 
Feld Nr. VII 
Feld Nr. VIII 


Datum der Einreichung des Antrags 


16.11.2004 
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Internationaler vorlaufiger bericht 
uber die patentierbarkeit 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004y002822 


Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 


Beschreibung, Seiten 

3-10 

1,2, 2a, 2b 


in der ursprunglich eingereichten Fassung 
eingegangen am 1 6.1 1 .2004 mit Telefax 


Anspruche, Nr. 
1-14 


eingegangen am 1 6.1 1 .2004 mit Telefax 


Zeichnungen, Blatter 

1/2-2>2 


in der ursprunglich eingereichten Fassung 


□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 


3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einlge oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen we r den . 
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Feld Nr. V Begriindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 


Nein: Anspruche 1-11 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-14 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 


1. Feststellung 
Neuheit (N) 


Ja: Anspruche 1-14 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 12-14 


Erfinderische Tatigkeit (IS) 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US 5,138,604 
D2: WO 00/61386 
D3: JP 2000 264000 
D4: US 4,537,504 
D5: US 6,043,936 

1. Erf inderische Tatigkeit. 

1.1. Der Gegenstand der Anspruche 1-1 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im 
Sinne von Artikel 33(3) PCT. Die Grunde sind die folgenden: 

D1 (siehe Figur 7A) offenbart ein Verfahren zum Herstellen von lichtbeugenden 
Mikrostrukturen in einer Schicht aus Photoresist (102) auf einem Substrat (1 01), welche durch 
Uberlagerungen einer ersten Reliefstruktur (106) mit einer zweiten als Beugungsstruktur 
dienenden Reliefstruktur (107, 108), mit folgenden Schritten: 

* Herstellen der ersten Reliefstruktur (106) im Photoresist durch Beleuchtung einer Maske 
(Spalte 5, Zeilen 23-36; Spalte 8, Zeilen 65-68); 

* Erzeugen eines Interferenzmusters, Ausrichten der ersten Reliefstruktur auf das 
Interferenzmuster und Belichten der Photoresist-Schicht (102) mittels des Interferenzmusters 
(Spalte 5, Zeilen 50-60; Spalte 9, Zeilen 5-8; Figur 9(b)); diese Schritte entsprechen den 
Schritten c), d) und e) des vorliegenden Anspruchs 1; 

* Entwickeln und implizites Trocknen des Photoresist (Spalte 9, Zeilen 27-28), wobei 
Vertiefungen in der Beugungsstruktur entstehen; diese Schritte entsprechen den Schritten f) 
und g) des vorliegenden Anspruchs 1 . 

Das aus D1 bekannte Verfahren beinhaltet, ausser dem Herstellen der ersten Reliefstruktur 
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durch Abformen einer Reliefmatrize, alle Schritte, die in dem Anspruch 1 beschrieben sind. 


Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
eine Alternative zu finden zur Herstellung der ersten Reliefstruktur durch optische Mittel. 

Der Grund zur Suche einer Alternativlosung kann zum Beispiel eine Vereinfachung der 
Herstellungseinrichtung sein. In der Tat benotigt das Herstellungsverfahren von D1 eine 
Lichtquelle, eine optische Vorrichtung zur Formung des Lichtstrahls (optischer Filter, Linsen, 
Blende, usw.) und eine Maske, durch die der Lichtstrahl projiziert wird. Das in D1 
abzuformende Muster besteht aus einzelnen Elementen (106), deren Grosse zwischen 5 und 
20 |jm liegt (D1 , Spalte 5, Zeilen 63-67). Es ist bestens bekannt solche makroskopischen 
Reliefs mit mechanischen Mitteln, d.h. eine Reliefmatrize, in ein Photoresist zu ubertragen: 
siehe beispielsweise: 

a) die vorliegende Anmeldung, Seite 1 , Zeilen 21-24; 

b) D2, Seite 4, Zeile 29 - Seite 5, Zeile 20: die Abmessungen des Reliefs ist zwischen 0,25 
und 300 |im wahlbar, d.h. zusammenpassend mit der Grosse der Elemente von D1 ; 

c) D3, [0020] und [0021], Figur 3B zeigt eine Reliefmatrize, um ein Hologramm in ein 
Photoresist zu pragen. 

Es ist offensichtlich fur den Fachmann, eine Abformung anhand einer bekannten Reliefmatrize 
in Erwagung zu Ziehen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 

1-2. Die abhangigen Anspruche 2, 3, 5, 7-9 und 11 enthalten keine Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfullen, siehe die Dokumente D1- 
D5 und die entsprechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen. 
Verfahrensschritte, die in den abhangigen Anspruche 4, 6 und 10 definiert sind und die nicht 
explizit im vorliegendem Stand der Technik erwahnt werden, scheinen offensichtliche 
Moglichkeiten darzustellen, aus denen der Fachmann, vor die jeweilige Aufgabe gestellt, ohne 
erfinderische Tatigkeit auswahlen wurde. 

1.3. Die in den abhangigen Anspruchen 12-14 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem 

vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn nahegelegt. 

In der Tat scheint der Aufwand der notwendig ist, um eine erste Reliefstruktur mit mehreren 


Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Biatt 2) (EPA-Januar 2004) 


INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/002822 


unterschiedlichen zweiten Reliefstrukturen zu uberlagem, zu hoch zu sein, so dass keines der 
bekannten Verfahren es versuchen wurde, eine erhohte Sicherheit des Echheitsmerkmals 
durch diese, in den Anspruchen 12-14 definierten Schritte zu erreichen. 
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Verfahren zur H gretellung von Mikrostrukturen 

5 


Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von 
Mikrostrukturen, wetche durch OberJagerung einer Reliefstruktur mit 
10 mindestens einer zweiten Reliefstruktur gebildet sind. 

Lichtbeugende Mikrostrukturen weisen eine Vielzahl von meist als parailele 
Furchen ausgestalteten Vertiefungen auf, die z.B. ein optisches Gitter mit einer 
mikroskopisch feinen Reliefstruktur bilden. Auf die Mikrostrukturen einfallendes 
is Licht wird in einer durch die Mikrostruktur vorbestimmten Weise gebeugt Oder 
gestreut. Mosaike aus den Mikrostrukturen werden beispielsweise in Kunststoff 
Oder Metall abgeformt und dienen als Echtheitsmerkmale for wertvolle 
Gegenstande. Diese Echtheitsmerkmale weisen ein auffalliges optisches 
Verhalten auf und sind schwer nachzuahmen. 

20 

Fur die Herstellung von derartigen Mikrostrukturen sind einige Verfahren 
bekannt So erzeugen mechanische Vorrichtungen die Mikrostrukturen durch 
Ritzen von vielen parallelen Furchen in eine Substratoberfiache. Die Form des 
Rhzwerkzeugs bestimmt das Profil der Reliefstruktur. Das Ritzen der 
25 Reliefstruktur wird mit zunehmender Linienzahl pro mm immer schwieriger und 
demzufolge teurer. Kostengonstiger sind holographische Verfahren, bei denen 
zwei koharente Lichtstrahlen aus einer Laserlichtquelle auf einer 
lichtempfindlichen Schicht aus Photoresist zur Interferenz gebracht werden. 
Das Interferenzbild mit seinen hellen und dunklen Streifen belichten den 
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Photoresist entsprechend der lokalen Lichtintensitat. Nach dem Entwickeln 
weist die Oberflache des Photoresist eine Reliefstruktur mit einem 
symmetrischen Profii auf. In einem weiteren Verfahren zeichnetein 
Elektronenstrahl die Reliefstruktur Furche urn Furche in die Photoresistschicht, 
i wobei die Furchen auch gekrOmmte Linien bilden konnen. Die nach diesen 
Verfahren hergestellten Mikrostrukturmasterformen lassen sich auf 
galvanischem Weg vervielfaltigen und mit den Kopien metallische 
Pragestempel erzeugen, mit denen sich die Mikrostrukturen in Metall oder 
Kunststoff abformen lassen. Bei diesen Verfahren ist aber der apparative 
Aufwand fur die Herstellung von Mikrostrukturen ausserordentlich hoch. 

Es ist auch aus der EP-A 0 105 099 bekannt. neue Mikrostrukturen in Form 
eines Mosaiks zu synthetisieren, wobei in jedem Flachenelement des Mosaiks 
eine aus einem Satz von verschiedenen Reliefstrukturen, vorbestimmt im 
Azimut ausgerichtet, mechanisch abgeformt wird. 

Aus der US 5,138,604 ist ein Aufzeichnungsmittel bekannt, dessen erste, 
makroskopische Reliefstruktur mit einer zweiten, drffraktiven Struktur 
uberlagert ist. Die erste Reliefstruktur wird mittels Belichten durch eine Maske 
hindurch in einer unbelichteten Photoresist - Schlcht registriert. 
Anschliessend wird die belichtete Photoresist - Schicht erneut belichtet. 
wobei auf der Photoresist - Schicht das Interferenzmuster eines Hologramms 
einwirkt. Nach dem Entwickeln des Photoresists verbleibt die erste. der 
Maskenstruktur entsprechende Reliefstruktur auf dem Substrat der 
Photoresist - Schicht zurQck, wobei die Rucken der ersten Reliefstruktur die 
diffraktive Struktur des Hologramms aufweisen. 

Die WO 00/61 386 beschreibt die Herstellung einer Dekorationsfolie. Mittels 
eines Pragestempels werden makroskopische Strukturen in die Oberflache 
einer Folie abgeformt. Werden anstelle von glatten Stempeiflachen solche mit 
einer mikroskopisch feinen Struktur versehene Stempeiflachen zum Abformen 
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verwendet, weisen die in die Folie abgeformten, makroskopischen Strukturen 
die mikroskopisch feinen Strukturen auf. 

Eine in JP 2000 264000 beschriebene Methode zur Hersteliung einer 
diffraktiven Struktur, die mit eine zusatzlichen Struktur uberiagert ist. Die 
Methode nutzt die Langenveranderung eines durch Strahlung aushartenden 
Harzes aus, wenn dieses wahrend des AushSrtungsprozesses stark erwarmt 
ist. Ein diffraktives Relief wird zunachst in die halbausgehartete Schicht des 
Harzes abgeformt und auf der mit dem Relief verformten Oberflache eine 
Reflexionsschicht aufgebracht. Durch Erwarmen des Harzes bewirkt die 
Langenveranderung eine zusatziiche Verformung der Oberflache in Form vor 
Runzeln. Diese Runzeln uberlagern auch das Relief. Das weitere Ausharten 
des Harzes fixiert das Relief mit der Oberlagerten Runzelstruktur. 

Aus der US 4.537,504 ist eine diffraktive Struktur bekannt, die auf einer 
gewellten Oberflache abgeformt ist, wobei die Periode der Wellen der 
Oberflache viel grosser als die Periode der diffraktive Struktur ist. 

Die US 6,043,936 beschreibt zwei Methoden zur Hersteliung der Gussform 
zum Abformen von diffraktiven Stufenpyramiden. Eine erste Methode ist das 
oben beschriebene, rein mechanische Abtragungsverfahren und die zweite 
Methode benutzt ein anisotropisches Atzverfahren in Silizium zum Erzeugen 
der Pyramidenform. Anschliessend erhalten die glatten Pyramidenfiachen 
einen Oberzug aus Photoresist. Beispielsweise wird unter der Einwirkung 
eines Elektronenstrahls die Photoresist - Schicht so belichtet, dass nach dem 
Entwickeln der Photoresist - Schicht die Pyramidenfiachen Stufen aufweisen 
Die diffraktiven Stufenpyramiden werden fur die Hersteliung von 
Stempelmatrizen galvanisch abgeformt. 

Der Gegenstand der WO 03/084764 betrifft ein schwerkopierbares 
Sicherheitselement eingeschlossen in einem Schichtverbund. Die diffraktiven 
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Strukturen des Sicherheitselements sind einer makroskopischen 
Oberlagerungsfunktion additiv Oberiagert, wobei aich die 

Oberfagerungsfunktion im Vergleich zu den diffraktiven Strukturen langsam 
andern. 


Der Erfindung l.egt die Aufgabe zugrunde, ein kostenganstiges Verfahren zum 
Herstellen einer Mikrostruktur vorzuschlagen, deren Reliefstruktur durch eine 
Oberiagerung mindestens zweier Reliefetrukturen erzeugt ist, so dass eine mit 
hoher Genauigkeit relativ einfach herstelibare, komplizierte und infolgedessen 
schwer imitierbare Mikrostruktur, z.B. fQr einen Replizier-Master, gebildet wird. 

Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemass durch die in Anspruch 1 
angegebenen Merkmale geiast und basiert auf der Idee, einen Prage- oder 
sonstigen mechanischen Abformprozess mit einer Photostrukturierung zu 
kombinieren, urn kostengQnstige, trotzdem aber komplizierte Mikrostrukturen zu 
erzeugen. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
weiteren Anspruchen. 
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Neue PateritansnrQehg ? 


Verfahren zum Herstellen von lichtbeugenden Mikrostrukturen (13) in 
einer Schicht (2) aus Photoresist auf einem Substrat (1). welche durch 
Oberiagerungen einer ersten Reliefstruktur (5) mit wenigstens einer 
zweiten, als Beugungsstruktur (12) dlenenden Reliefstruktur entstehen, 
gekennzeichnet durch die Schritte 

a) Herstellen einer Schicht (2) aus Photoresist mit einer ersten 
Reliefstruktur (5) auf einem ebenen Substrat (1), die durch 
Abformen einer dem Substrat (1) gegenuberiiegenden 
Reliefmatrize (4) in die freie Oberflache der Schicht (2) erzeugt 
Wird, 

b) Entfemen der Reliefmatrize (4), 

c) Erzeugen eines Interferenzmusters auf der Reliefstruktur (5), 
wobei koharentes Licht in einen Teilstrahl (9) und in einen 
Referenzstrahl (10) aufgespaltet und der Teilstrahl (9) und der 
Referen2strahl (10) einen vorbestlmmten Schnittwinkel 
einschliessend auf der abgeformten ersten Reliefstruktur (5) zur 
Interferenz gebracht werden, 
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d) Ausrichten des Interferenzmusters. das Streffen von grosser 
Lichtintensitat getrennt durch Streifen von geringer Lichtintensitat 
umfasst, im Azimut auf die erste Reliefstruktur (5) durch Drehen 
des Substrats (1)um eine Normale (15) zur Ebene des Substrats 
(D. 

e) Belichten der ersten Reliefstruktur (5) in der Photoresist-Schrcht 
(2) mittels des Interferenzmusters wahrend einer vorbestimmten 
Zeit, 

f) Entwickeln des Photoresist wahrend einer vorbestimmten Zeit. 
wobei durch die Belichtung verandertes Material des 
Photoresists teilweise entfernt wird und in der ersten 
Reliefstruktur (5) Furchen (13) der Beugungsstruktur (12) 
entstehen, und 

g) Trocknen des Photoresists. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet . 

dass im Schrrttf) die Zeit zum Entwickeln des Photoresist so bemessen 
wird, dass die Furchen (13) der Beugungsstruktur (12) eine Tiefe vo 
hochstens 500 nm. vorzugsweise von hochstens 250 nm erreichen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass im Schritt a) zuerst die Photoresist-Schicht (2) auf dem ebenen 
Substrat (1 ) erzeugt, durch Warmeeinwirkung verfestigt und 
anschliessend die auf einem Pragestempel (3) angebrachte 
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Reliefmatrize (4) in die freie Oberfteche der Photoresist-Schicht (2) so 
abgesenkt wird. dass die erste Reliefstruktur (5) als ein Negativ der 
Reliefmatrize (4) abgeformt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass im Schritt a) die Schicht (2) durch Giessen hergestelft wird, wobei 
derflilssige Photoresist zwischen das Substrat (1) und eine 
Reliefmatrize (4) gegossen wird, und dass nach dem Verfestigen des 
Photoresist unter WSrmeeinwirkung und dem Ausformen die freie 
Oberflache der Schicht (2) die erste Reliefstruktur (5) als ein Negativ 
der Reliefmatrize (4) aufweist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass im Schritt a) als erste Reliefstruktur (5) ein periodisches Gitter in 
die Photoresist-Schicht (2) abgeformt wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet . 

dass im Schritt a) als erste Reliefstruktur (5) ein Kreuzgitter in die 
Photoresist-Schicht (2) abgeformt wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass im Schritt a) als erste Reliefstruktur (5) ein periodisches Gitter in 
die Photoresist-Schicht (2) mit einer Spatialfrequenz im Bereich 
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1 Linie/mm bis 1000 Linien/mm abgeformt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 5 Oder 6, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass im Schritt c) der Schnittwinkel zwischen dem Teilstrahl (9) und 
dem Referenzstrahl (10) so eingestellt wird, dass als Beugungsstruktur 
(1 2) ein Gitter mit einer Spatialfrequenz erzeugt wird, die wenlgstens 
dem Fiinffachen der Spatialfrequenz der Reliefstruktur (5) entspricht. 

9. Verfahren nach einem der Ansprtlche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet . 

dass im Schritt a) als erste Reliefstruktur (5) eine der lichtstreuenden 
Mattstrukturen in die Photoresist-Schicht (2) abgeformt wird. 

10. Verfahren nach einem der Ansprtlche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass im Schritt a) zum Abformen der ersten Reliefstruktur (5) eine 
Reliefmatrize (4) eine Struktur mrt wenigstens einer Paraboloid-Flache 
(16) und/oder einer Kegelspitze (1 7) verwendet wird. 

1 1 . Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 1 0, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Reliefstruktur (5) mit einer Strukturtiefe (T) im Bereich 0.1 um 
bis 100 um abgeformt wird. 


Ersatzseite 


GEAENDERTES BLATT 


T/44.756WO/N2/hs 


PCT/EP2004/002822 


17 


12. Verfahren nach einem der AnsprCche 1 bis 11 . 
dadurch gekennzeichnet , 
dass vor Ausfiihren des Schrittes g) die Photostrukturierung mit 
wenigstens einer werteren Beugungsstruktur (12) mit den Schritten c) 
bis f) wiederholt wird, wobei im Schritt d) durch Drehen des Substrats 
(1) um die Normale (15) die erste Reliefstruktur (5) mit den Furchen 
(13) der Beugungsstruktur (12) auf ein neues Interferenzmuster 
ausgerichtet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet . 

dass bei der WiederhoJung der Photostrukturierung beim Schritt b) der 
Schnittwinkei zwischen dem Teilstrahi (9) und dem Referenzstrah! (10) 
verandert wird. 


14. Verfahren nach einem der Ansproche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet . 

dass im Schritt b) der Schnittwinkei zwischen dem Teilstrahi (9) und 
dem Referenzstrahl (10) so eingestellt wird, dass die Beugungsstruktur 
(12) mit einer Gitterperiode von hochstens 500 nm erzeugt wird. 
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